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E1l invento se refiere & una NuEVE, pelicula
electréfotogréfica}pn la cual un material fotoconductor tal
como svlfuro de cadmio, sulfuro.de cine indiv o elemento 2
recido se pulvériza por bombardeo idnico en wna fina capa
5 . mobre un svbstrato con una capa Ohmica interpuesta entre el
substrato ¥ la fina pelicula Ffotoconductora.

En loé procesos electrofotogrdficos conccidos,
se forma wna imagen latente electrotdtica en la superficie
de un elemento fotoconductor. EL elemento fotoconductor

10 se carge inicialmente en toda su superficie mientras esta
en la oscuridad, conservéndose la carge por medio de wn
aislamiento adecuvado del elemento para evitar las fugaa, D~
ro la retencién de dicha corga depende del caracfér:fiéico

‘ del material, Inmedistamente después e que la superficie

19 ha sido cargada, dicha superficie se expone a alguna forue
de energia radiante que incluye un dibujo de toncs, de i~
neas, textos y elementos parecidos que se desea reproducir.
BEsta energia radiante puede tener la forma de un dibujo lumi
ncéo proyectado, de uma proyeccién de rayox X, etle,

20 Ias zonas de lag superficies del elemento foto
conductor que estdn expuestas a lés porciones mds brillantes
del dibujo pasan a ser mds conductoras que las que estén ex—
puestas a las partes menog iluminadas del dibujo, EL resul-
tado de esto es que la carga eléctrica es selectivamente y
<
. 25 proporeionalmenie eliminada de las diferentes zonas de la

superficie del matcrial fotoconductor de acuerdo con el gra-
do respectivo de iluminacidn de las mismas,

| Le configuracién geoméirica resultante de Ja
carga constltuye le imagen lztente mercionada méds arriba,

30 Te carga tiene la propicdad de atraer las finas particulas




1

10

20

N
U

30

electrcstéticamonté, v oen la s4onica
chas finas particulas en formz de polvo finamente dividido

o de sugpensidn liquida se ponen en contacto con la super-
ticie, Las particulas se adhisren selectivements a la super
ficie en grados variables, de acuerdo con la configuracidn
de cargn representada por la imegen latente, después de 1o
cual s¢ cepilla o se elimina de otro mcdo el exceso de par-
ticulas de la superficie, y el "piguento" restante, comod se
llama a las particulas, forms wa imagen visidle, Esia ima-
gen se bransfiere usualmente a un elemento reccptor, tal co
mo una hoja de pupel y es fmdida o "guemada" de mangra per
manente en la superficie del elemento receptor por téenicas
blen conocidas,

generalmente, la estructwa més-corriente n.e-
tualmente utillzada en el comercio necesita un tambor de gran
didmetvro revestido cen sclenio como elemento fotoconductor.
El procedimiento gse lleva a cabo en wmwa méquina conpleja y
costosa y las velocidades, la resolucién y la flexibilidad
de dichzs maguinas, asi como los procesos utilizados por
ellas, dejan mucho que desear.

Bstos procedimientoé ¥y eparatos no son fdcil-
mente adapiebles para ser ﬁtilizadbs en fotografia tel y co
mo le que se obtiene con una cémera a grén velocidad que
utiliza wa pelicula fotogrdfica a bvase de emulsidn de haliu-
ro de plate con granos finos. Los defectos inherentes o losg
métodns, aparatos y meterizles foboconductores conogidos han

’

impedido su utilizacion en campos 4
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la. fotografia a gréan velocidaed, lz microfotografia con ress

lucidn fina y numerosas oirss aplicaciones 4éenicas, E1
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. de aplicacion en el cual se necesits desdelace mucho tiem-

po un pvocedJmLcnto capaz de formar rapld ente el elemento
fotog raflco proyectable con uma resolu01on elevada;'ue nane
ra econdmica, utilizandc wm apurato sencillo y con la capa-
cidad de soportar largos periodeos de almacenamisnto, Por
e jemplo, seria muy conveniente afiadir informacidn a uwn re-—
gistro en microfilm de vez en cuanto sin perjudicar la in-
Tormacidn ya contenida en é1.

El microfilm fotogrdfico convencional no pue~
de ser sobreimpresionado para afadir informacidn. Ie cons-

truccidn y el tratamiento propios del microfilm destruven la

emulgidn al ser revelado el microfilm. Il procedimiento

electrofotografics descrito mds arriba podrfa proporeionar
m registro de microfilm adecundo si se pudiera wtilizar pa-
re preparar una pelicula electrofotogrifica teniendo una ro-
golucitn elevada y una prolongada duraciin de almacenzmien to.
Oom; puede verse, si se pudiera preservar el fino revesti-
miento de pelicula fotoconductora de manera indefinida, en-
tonces cada vez que se hiciera wna visidn al registro ya con
tenido en el revestimiento, se cargaria simplemente ia su-
perficie del revestimiento de pel{cula fina, se impregicna-
ria esta pelicula y se fijaria la nueva imagen en la super—
ficie. Esto presupone que el pigmento se apliea directa-
mente a la superficie y se funde permancniemente en ella

Los elementos de registro elecirofctogrifico
transparentes conocidos son susceritibles de deteriorarse en
caso d2 exposicién prolongada a l2 lus, a temperaturas y
humedad eievzdas, Dehen ser menipulados cuidadosamenve, &i
mcenados en condicicnes controladas y pueden ser impresio-

nados de nuevo golamente wn nvmero limitado de veces. Su
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utilizacidn para registros de naturaleza permenente es nuy
limitada. Por tanﬁp, no es practico utilizar ectos elemen-
tos para dichos registitos,

la descripeidn que antecede tiene en cuenta
solamente wn aspacto.limitado de lus deficiencias de la téc-
nica anterior, Un examen de alguno de los problemas solu-
cionados pof el invénto permi tird hacer ver mis claremente
que el progreso en esta técnice no se limita a vna pequeba
ZOn&.,

Los revestimientes de gelatina convencionales
a base de haluro de plata de la pelicula fotogréfica permi-
ten obtener una velocidad mds elevada y wna mejor resolucidn
que las peliculas electrofotogrdficay conocidas dél_ti§6 .
llamado xerografico. Sin embargo, dichas emulziones gelati-~
nosas estdn propensas a log inconvenientes que el invento
permite evitar, ademds del hecho de que la pelicula electro-
fotogréfice del invento puede ser impresionada repetidamente
para afiadirle informacién gin efectos perjudiciales.

| Ia pelicula convencional a base de haluro de

plata tiene wna emulsibén con wn espesor de aproximadamente
140 micrones., E1 fino revestimiento Go peiiculs del arti-
culo de acuerdo con el invento tiene wn espesor de wna frac-
cidn de micron., Ia pelicula convencional de haluro de plata
no puede, por tanto, flexiomar Fdcilmente sin deteriorarse,
Su resolucidn es limitada por el gredo de rebaje interior
de la imagen cuando la plata se precipita durante el revela-
do. Ias burbujas Ae aire contenidas en 1z emulsidu producen

grietas en la diapositiva fotogrélics revelada resultante.

Durante la fabricacidn la pelicula no pusde ser inspeceio-

nada con luz normal, 1o puede ser manipulada ni transporta-
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da salvo en GV&SGS‘OSCHTOS especiai@s, La emulsidn es solu-
ble en liquidos ordinarios y es higrosclpica.

Una caiidad muy afiorada de la pelicula elec—
trofotogréafice es que debe ser muy duradera. Su revesti-
niento de pelicula fina debe ser ten Guro como el vidrio, in
soluble en la mayor parte de los 1liquidos, debe presenter
una resolucidn extremadamente fina, debe poder ser aplicado
por procedimientos de pulverizacién por bombardeo idnico en
recipientes bajo presidn y por tanto debe ser denso y exento
de burbujas., No debe ser afectado por la luz y por tanto
dehe poder ser manipulado libremente e inspeccionado fdeil-
menté con 1luz brillante; debe ser no higroscdpico y nc es-
tar propenso a Geterioros debidos a cualquiera de los facto~
res capaces de deteriorar fécilmentevlos révcstimientos foto -
grificos del tipo de emulsién a base de plata corriente. Los
fungus u otros microorganismos no deben tener efecto sobre
wna pelicula electrofotogrdfica,

Ia émulsién fotografica corriente y los reves-
timientos electrofotograficos corocidos tienen una respues-
ta espectral relativemente limitada lo que limita su wsili~
zacidn., Ia genancia fctoeléctricé de los revestimientos
electrofotogrdficos conocidos &3 substancialmente inferior
a la del articulo del invento que se debe en gren parie a
la incapacidad de las peliculas electrofotogrificas de la
técnica antericr en presentar la resolucidn extremadamente
elevada del imvento, El mayor esvesor de los articules de
Ja técnica anterior ha sido un facltor muy importante de re-

14
Lo

e

duccidn de la resoluc
Ie #écnica snterior esid represantada tipica-
X X

mente por las siguientes Patentes de los Estados Unidos ninme-
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3.573.905; 3.574.615; 3.592,0 4 8
3.54%.969;  3.398.021; 3.393.070; 3.095.324; 3.10
3.677.816;  2.732.313; y 2.844.493.

Por consiguiente, el invento proporcions wn
método para fabricar'una pelicula electrofotografica carac-
terizada por las etabas gue ccugisten eu: depositar unz capa
de pelfcula Fina de material Ghmico, sobre un substrato or-
ganico fino, transparente y flexible, uniéndolo firmenente
con ¢l y con wun espesor gque hace que dicha cepa de pelicula
fina sea substancialmente transparente y flexibie, prdyectar
por bombardeo idnico un revestimiento en forma de pgliqg;a
fina de un material fotoconductor completamente ihorgéﬁ{cd
sobre dicho material émico uniéndolo firmemente con el y
con un espesor que proporcione wa gamancis de dicho mate-
rial fotoconductor superior a la wnidad, y que sea subs tan-
cialmente transparente y flexible, siendo el espesor total
de dicho articulo tal que no absorba la luz en mas de 0% y
en un grado no inferior n 15%,

Ademds, el invenio proporciona un articulo ma-
nufacturado caracterizado por: un substrato capas de sopor-
tar revestbimientos de pelicula fina, wn revestimiento de pe-
licula Fina formado mediante proycceidn por bombardeo idnico
de wn material fotoconductor completemente inorginico en
dicho substrate, y una fina capa entre sl subsirate y dicho
revestiniento de peliculs fina psrs facilitar la elimina-
cidn selectiva de las cargas de dicho material de revesti-
mlenso cvando se expone sslectivamente dicho material de re-
vestimiento & wa radiacidn, |

Un modo de realimecidn del invento se ilustra
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“en los dibujos adjuntos, en los cuales:

La figura 1 es una v;sfa en sgccién'myy esuue~
mitica de wna pelfcula electrofotografica transparente cong
tituida de acuerdo con el invento y que ilustre esquemdtica-
mente un circuito para éargar la superricie de la capa foto~
conductora;

Ia figura 2 eg otra vista en seccidn esguemd-
tica de wma pelicula electrofotografica similar, ligeramente
modificada;

La figure 3 es una vista similar a la figura

2 que|ilustra una forma ligeramente modificada;

Lo figura 4 es una vista similar a la dela fi-
gura P que ilustra esquemdticamente la manera devapiicar el
plgmento en la superficie de la capa foteconductora deapuous
de impresionar ésta; y

Ia figura 5 es un grafico que representa las
tenﬁhones de carga y de descarga de la pelicula electrofoto-
gréafica del invenfo en comparacidn con una placa xerogrifica
tipica.

En resumen, se proporciona wn articulo manw-
facturado destinado a ser utilizado como pelicula elsctrofo- -
tografica que inecluye wun elemento de substrato constituvido
por wma hoja de plastico polimero transparente y flexivle
que lleva en ella un revestimiento de pelicuia fina, incluyen
do el revestimiento de pelicula fina un material Fotoconduc-
for tal como por ejemplo sulfuro de cadmio *tipon ¢ sulfuro

de cine irdio, con interposicidn &

(]

w2 fina capa entre el

elemento de substrato y la czpa foroeondvctora, estendo &

Lde

.oha

cepa intermedia covgtituida por une capa Ohmica de éxido de
P T

L

indio o elemento parecido,

&
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A medo de definicién, la expresidn "pelicula
fina' que se utiliza aqui estd destinada o indjicar una capa
de algma substencia, como por ejemplo el maierial semiconduc
tor o fotocondﬁctor mencionado més arriba, splicada en uma
superficie. Dicha capa de pelicula fins es una czpa con un
espesor que se nide en varios millares de Angstroms, como .
por cjemplor 5,000 Angstroms 6 0,5 micrin.

Por otra parte, la expresion “peliculs electro-

.

fotografica o "pelicula fotogrdfica" que se utilize agui es
14 destinada a designar w articulo completo con varias ca~-
pas o ldminas destinado a ser utilizado en algin procedi-
miento fotogrdfico. Ia referencia al subsirato o a,up_ele—
mento de substrato, o a un dispositivo de substrétbt‘ﬁo“iﬁm
cluira la utilizacibn de la palabre "pelicula® awmgue el
substrato previsto en el invento pueda ser considerado como
wa pelicula en el sentido corriente de la palabra. .Como
podrs verse, es preferible gue el substrato sea un elemento
transparente flexible v fino de hoja de pldstico, llamado co
rrientemente pelfcula de plistico,

Ie pelicule electrofotografica del invenlo in-
cluye wna capa de pelicula fina Pormade per bombardeo idnico -
de wn fotoconductor inorgénico encima de una capa de pelicu~
la fina obtenids por bombardeo idnico de wn material cone
duotor que estd unido a su vez a un substrato aislantes fino
y flexible, 2l como una hoja de pléstico de elevada estabi~
ligad., Tos objetivos persegvidos por la pelicula electrofo-
togréfica del invenio son la transverencia, la flexibiliidad,
une grén gensitilided, wna elevade gonancia fotoeléctrica,
la econosis, la comodidad de fabricacién de utilizacidn y de

manipulscidn, la capacidad Ge ser impresionadas repetidas ve-
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ces, la estabilidad en condiciones varisbles de luz, calor,

humedad y odras propiedades que aparecerdn en la descripeidn
que sigue. las caracteristicas del invéri'to dan lugar a wma
amplia gama de aplicaciones importsntes de las cuales la me-
nos impertante ro es la de su utilizacidn en archivos de mi-
crofilm,

Los tres elementos importanies de la pelicula
electromotografaca 10 estan congtituidos por la fins caps de
Dellcula 12 de matnxmal fotoconductor formada por bombardeo

6nicé, 1la fina capa de pelicula dShmica o conductora 14 for~
mada por bombardeo ibnico y el substrato 16.

Se examinard la figura 5 que es wm grafico gue
representa las caracteristicas de una placa xerogréfica ti-
pieca /de la téenica anterior (A) y las caracteristicas de un
elemlnto de pelicula electrofotogrdfica construida de acueiw—
do cbn el invento y que se utiliza como se indica aqui (B).

El eje horizontal de la figura 5 representa el
tiempo que aumenta hacia la derecha, no necesariamente a es-
cala, y el eje vertlcal representa el potencla* que aunenta
hacie arriba sin que sea nccesariamente a escala. En el
proceso xerografico, la superficie fotoconductora, tipicameg.
te selenio amorfo o mezclas de éxido de cinc-resina, se car-
ga sometiéndols al efecto corona en la oscuridsd., Para el
espesor tipico de dicha superficie, concretamente del orden
de 20 a 160 micrones, el potencial representado por la carga
seguifé ia linea contfnua 30 que sube hasta aproximadamente
50C veltios, Eeto se produce en wn pariodo del orden e &0

segundos aproximadamente, Mientras cstd todavia en 1z oscu-

iz osc
ridad, la carga empicza o desaparecer lentsmente, a lo largo
de la linea continua 32 y a continuacién a lo largo de la 11
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nea de puntos 34, Se considera como nivel de caturacilin 35
el punto en el cuailla corriente coronz es. aproximadamente
igual a la corrienie de fuga. |

En el puntc del tiempo representado por lz 1i-
nea de puntos vertical 36, que se indica aqui tipicamente en
50 segundos, se exvonc 1o pleca a un dibujo de zonas lumino-
sas y oscuras las cuales representen naturaimente la informa
ciba proyeciada sobre la pléaca. A continuacion la carga se
escapa selectivamente en grades proporcionales a la cantidad
de luz que choca contra la superficie. C(ada fotén lumincso
desplazard un electrén desde la superficie para combinarse
con un "agujero", Ia ausencia total de electrones estd re-
presentada por el estado de las zunas superficialeé:cdn‘el
potencial residual en 38 en la parte inferic: del grafico
tipicamente del orden de 30 a 50 voltios. Xote ﬁltimo estado
representa el blanco pvro. Ias zonas completamente negras,
concretamente las zonag en lag cualeg absolutemente ningin
electrén ha sido desplozado porgue no han gido sometidas a
la luz, permsnccen cn ¢l nivel de saturacidn 34, Todas las
otras zonas preéentan . estado incluldo entre estos dos ex
tremos.

Ia reduccion de la carga coniinda de la manera

ndicada, pero en algin punto adecuado del proceso, la superl

H-

ficie de la placa xerografica recibe las particulas de pig-
mento y estas particulas son transferidas por un procedi-
micnto de countacto tipo Offset sobre wma hoja de papel y ad-
heridas permenenteuenie por fusidn en lz hojs de papel. 4
continuacidn, se cepilla el pigmento de la placa y la placa
gueda dispouible pars ser utilizada. En el Intervalo puede

ser descargeda totalmente por uwma luz brillante en cago de

B

R PR T P R P
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necesidad.

El invento describe la utilizacidn de lo que
puede ser considerado como la placa para hacer una diapositi-
va, fotografica, y por tanto no hay transferencia de pigmento.
Por el contrario, segin puede verse, las particulas se fun~
den directamente en la misme pelicula electrofotogrdfica deg
pudsa de impresionarla y aplicarel pigmento ya que la econo-
mia extrems del proceso y de materiales lo permite, De acuer
do con la informacién disponible, no hay proceso zerografico
dlsponible en el comercio que utilice la placa o elemento
xerog;éfico propiamente dicho como producto final. En cual--
quief caso existe una transferencia. ILos papeles de Oxido
de cinc son la Unica excepcidn pero no se produce ningusa
transparencia. En realidad la utilizacidn ﬁe uno de estos
elementos conocidos como producto final no tendria aplica-
cibn 0til aunque fuera transparente ¥y no podria ser utilizado
como negativo o diapositiva,

El espesor del elemento electrofotogrdfico del
invento es como mdximo wna fraccidn de un micrén sin tener
en cuenta el substrato propiamente dicho que tiene un espe-
gsor de wna fraccidn de milimetro. Por tanto, las tensiones
utilizadas son substancizlmente inferiores a las que se en-
plean con las gruesas capas xerograficas de la téenica ante-
rior, Para realizar la comparacién deseada en el grdfico de
la figura 5, se extrapolan las caracteristicas para una es-
tructura en la cval la capa fotoconductora tiene suhstancial
mente el mismo espesor que la capa fotoconductora de la pla-
ca xerografica,

Por tanto, para la estruetwra extrapolada, la

velocidad de reduccidén de la carga es tdn rdpida que se ob-
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tiene we situacién totalmente diferente., In primer lugar,

2l efecto corona 2l cual estd sometida la.superficie Ffoto-
conductora aumenta el potencial de la misma a un valor del or
den de 2,000 0 mdg voltios, 1o que es numerosas veces supe-
rior a su potencial de saturacién., Naturslmente este poten-
cial de saturacidn no puede ser superior al potencizl cayas
de perforar la superficie fotoccnductora. Aplicando aci el
efecta corona, ¢l potencial de Ja superficie fotoconductiora
del invento sube por 1z lines 40 hasta el valor de cresta de
geado en wna fraceidn de segundo que se representa squi co-

mo signdc medio segundec, Ten pronto como se interrumpe el

efectq corona, estando el elemento todavia en la oscyridad,
este 4omienza a descargarse a lo largo de la linea de declive
fuerté 42 que es ¢l equivalente de la pequefia porcidn conti~
nua d# la linea de descarga en la oscuridad 32 de A, En
cualquier momento adecuado comc por ejemplc una centésima de
seg.lda después, ;a superficie de la capa foboconductora ase
impregiona con una escena proyectada w otra forme de energia
radiada tal como rayos X, Ia velocidad de exposicidn puede
ser muy répida debido a la fuerte inclinacidn de la curva de
reduccidn lo que permite desplazar fdcilmente les electrones
de la superficie. Ia curva de reduccidn para el negro conti~
nda a lo largo de la linea de puntos 44 gue alcanza el nivel
de saturacidn muy por debajo del votencial de carga mientras
gue la linca de descarsae & la lum sigue como se representa en
46 hasta ol potencial residval., Puede verse que todo ocurre
répidauente y permite utilizar la pelfcula electrofoiocrsficn
del invento en cémaras de alta velocidad y mdquinas parecidas.

Una gran ventaja de dicha pelicula electrofoto

grafica a gran velocidad es que el efecto corona puede apli-

C Hben B4 AL ok g Y o 4 I g Am e e A aedd % s e - v e e . [T —
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carse eswando ya iﬁpresionéda la superficie fotoconductora cg
decir a'la luz y aplicénaose el pigmento cada vez que se al-
cahza el potencial deseado, Este potencial podria ser prdc-
ticamente superior a2 la curva 42 gue ge representa, e inclu-
so al valor de cresta 48.

Ahors bien, con relacidén a los potenciales uti—
lizados en la realidéd, ya que la capa fotoconductiora del
invenio es tan fina, el potencial real en el punto mdximo Ge
carge determinado por 48 no es superior a 50 o 60 voltios o
wia tensidn parecida, Ias demds tensiones son proporeio-
nalmente inferiores igualmente, haociendo gue el aparato con
el cuzl el invento puede ser utilizado, sea fécil de cons-
truir. El potencial residual podria por ejemplo éerjdé:ﬁnos :
pocos voltios en el caso del invento mientras que es de 30
a 50 voltios en el caso de las placas xerograficas convencio-
nales, Se observard que la gama Ce potenciales de funci onz-
miento de la pelicula elcctrofotogrdfica del invento estd en
teramente inferior a las tensiones que incluyen la mds baja
utiiizada en los procesos xerogrdficos couvencionales,

Se hard zhora referencia a las figuras 1 a 3
que ilustran la pelicula electrofofogréfica del invento en
seccidn, habiendo sido exageradas las dimensiones y sin pro-
porcionalidad pavra facilitar la explicacidn de las varias
vartes del articulo. En cada caso existe un elemento de subs

trato 16, uwna capa fotoconductora 12 ¥ wa capa intermedia

o cepa dumica 14, Fn la figura 1, el contacto estd hecho en

18 con la cava chmica ya que lz capa Fotocorductors nos: ex-
tiende sobre toda la superficie de dicha capa Ohmica dejaulc
une porcibn expuesta., EIL ntmero de referencia 20 indica una

fuente de alta tensidn y el nimero de referencia 21 represents
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un generador de efecto coréna, siendo este circuito gimbdlico
de‘un circuito de oéyga que permite someter la fina capa de
peliculs fotoconductors 12 a ung, - carga superficial;

En la estructura de la figura 2, wna poreidn
de la capa conductora 14 o una tira independiente de algin
conductor tal como aluminio se aplica & lo largo del borde
gegn se ronesenta en 22 para facilitar el contacto con la
capa. conductors 14. En la figura 3, esta tira tiene la for-
ma de un elemento 24 que se acopla alrededer del borde y de
una parie de la superficie inferior del substrato, Esta tira
de contlacto 22 o 24 proporcionz tn buen contacto con 1ls capa
Ohmica o conductora 14 y se aplica focilmente con un éspesor
substencial para que sea resistente al desgaste. T

Los tres elementos de la estructura bisica se
ensamblan mediante técnicas de pulverizacidn por bombardeo
idnico realizadas en una cédmara de presidn adecvada. El ele
mento de substrato se corta preferentemente a la anchura ade
cuada antes de revestirlo y se hace pasar a través de una
primera cdmaras de presidm en la cual la capa de fina pelicu~
la Ohmica 14 se sitta en wna -superficie. En wna variante
del procedimiento, la fuente de suministro y de recogida de
la tira de elemento de substrato estd contenida comple tamen~
te en la cdmara. De manera idéntica, la segunda capa 0 capa
fotoconductora 12 se pulveriza a continuacién por bombardeo
iénico sobre lz capa Ohmica, Ia =zZona de contacto 18 o los
bordes 22 o los elementos laterales 24 pueden aplicerse por
téenicas de vacio o de proyeccidn por hombardeo idnico y/o
mediante la colocacidn de una méscara, ustelmente endes de

gue las dos capas 14 y 12 sean aplicadas.
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CAPA fOTOﬂONDUCTORA 12

Iz cgn fotcconductora 12 es el elemento mds im-
portante de la pelicula electrofotografica porque representa
las caracterisiicas funcionales y fisicas gue constituyen

-

las ventajas del invento respecto a la téenica anterior.
' Bl material a partir del cual se hace la capa
12 es tn compuesto o una aleacidn fotoconductora gue presen-
ta las propiedades descritas., Dos dos ejemplos que se presen
tan més'adelante utilizan sulfuro de cadmio tipo n (cas) y

sulfuro de cinc indio (SnIn, 84). Otres materiales que pue-

af

den ser utilizados como capa 12 son Si3N4, ng, Sb283, AsaSJ

Gads, CdSe, ZnSe y eventualmente otros. Estos materizles pue
den ser ventajosamente dopados., Ias caracteristicas del ma-
terial se describen en lo gque sigue: :

1.~ En cada caso el material es completamentc
microcristalino inorginico, y su espesor es de varios milla-
res de Angstroms, Las capas 0 placas fotocoﬁductaras de la
téenica anterior son més gruesas en un grado importanie y por
tanto no son muy féxibles y transparentes. Los materiales de
la técnica anterior se mezclan en grado importante con aglo-
merantes resinosos y otros materiales que aumentan su opacidad
¥ en regla general se depositan bajo vacio para evitar for-
maciones cristalinas devido a que los cristales de grandes
dimensiones hacen que l2s capas sean frégiles. El espescr de
la capz de pelicula fina 12 es preferentemente inferior a
3.500 Angstroms pero podria llegar hasta 5.000 Angstroms. La

¥

conduscidn de los electrones v Je los aguiercs en la capa no
es inhibida de menera elguna por dichas capas finas., I& es-
tructura cristalina por lo menos de uno de esios materiales

estd orientada verticalmente, es decir que es perpendicular
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con relqcién a la superficie en la cusl la capa estd deposi-
tada, y esto se debe. al proceso de proyeccidn por bombardeo
ibnico que se utiliza.

Como ejemplo de la flexibilidad que se consigue
cuando la pelicule se.deposite en una hoja de poliester
flexible de 0,127 mm, (0,005 puigeda) de espesor, la pelicula
electrofotografica del invento puede ser enrollada alrededor
de un cilindro de 5,35 mm, (0,25 pulgeda) de didmetro sin que
se agriete o se rompé. La capscidad de enrollarse alrsdsdor
de cilindros de un didmetro de una fraccidén de pulgada'eé re
presentativa de la posibilidad de transportar la peliculs
electrofotogrdfica a través de la maquinaria de manipﬁlqnién
¥y de visualizacidén sin problemas. o

Otra caracteristica reluacionada con el hecho
de que la capa 12 es inorganica, fina y de caracter cristali-
no es su dureza. Ia suserficie se mencionz mas arriba como
siendo tan dura como ¢l cristal. Ia resistencia a la abra-
gibn es importante para manipular la pelicula ya que evita ra
yas, ranuras y defectos parecidos que pueden dar lugar a pé£
didas de detalles y de infommacidn, parcialmente en los su-
jetos finos., En lz fabricacidn de la pelicula electrofoto-
gréfica no se experimentan dificultades para desplazerla por

friceidn acoplando su superficie con rodillos de friceibn y

“elementos parecifos,

El material es eléctricamente anisotrdpico de-
bido a su finure y e sug rropiedaudes semi-conductoras. Esto

uiere decir que el material, cor 10 menos durante un perio-

O

do substancial 42 tiempo rentendrd una coufiguracidn no unifor
me de electrones y agujercs que se le gplican o gue se pro-

ducen en él segin las necesidades del proceso de utilizacion
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de 1z pelicula electrofutogréfica descrita.

2.~ El material tiene una elevada ganancia
fotoeldctrica, TLogs dos materiales especificos menciomados
mds arriva son el sulfuro de cadmio del tipo n y el sulfuro
de cine indic. ELl primero tiene una resistividad en la oscu-
ridad de 101 ohmios/cm., wna resistividad a la luz de 108
6ﬁmios/bm., y wn salto de energia de aproximademente 2,45 eV,
El 41timo tiene una resistividad en la oscuridad de 1074 oh-
mios/em,, una resistividad a la luz incluida entre 108 ohmiog/
em y 1010 onmios/em. Su transmitancia dptica ha de ser de
704 y no puede ser supericr a 85%, Una relacidn de resisti-
vidad oscuridad-luz de 104 o mas es particularmente ventajosa
para pelicula electrofotogrifica extremadamente rdpida.

El suifuro de cincindio, dibido a su elevada
resistividad en la oscuridad y a su reducida resistividad a
la luz es Util en numerosas aplicaciones electrofotogrdficas
del invento, El gsulfure de cadmio, por otra parte, debido a
su reduccidn de carga ripida en la oscuridad encuentra una
aplicacidn preferida en los procedimientos en log cuales las
imégenes deben ser creadas muy rapidamente.

ILa caracteristica de ganancia elevada es impor—.
tante porque aumenta la sensibilidad de la pelicula electro-

fotografica del invento hasta el punto de que sea comparable

‘a la sensibilidad de las peliculas fotogrdficas de mayor vo-

locidad, pero no necesariamente con la misma caracteristica
de pérdidas de detalles debida a un greano de grandes dimen-
siones, No hay grano en el meterial del invento, ya gue la
estructura crisftalina es microscépica. Una genarncia elevada
en un material fotoconductor significa gue en lugar de ser

liberado un solo electron cuando wn fot'n choca con el matew
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rial, se libera una pluralidad de electrones. Cuanto mds,

electrones se liberan tento mds elevada es la ganancia.

E1 incremento de ganincia del material fotoelég
trico del invento es probablemente el regultado de la libera
cién de electrones libres procedentes de niveles de energia
en la handa prohibida del fotoconductor y estd relacionado
exponencialﬁente con el espesor del fotuconductor. En otras
palabras, cuanto mds fina es la czpa tanto méds importante es
la liveracidén de electrones y mds sensible es la pelfcula
electrofotografica,

La capa fotoconductora se deposita necesaria-

mente mediante proyeccidn por bombardeo idnico para.@onse~
guir las caracteristicas descritas, Ningin otro.méﬁodaidé
depdsito conocido en este momento seréd capaz de producir
estas caracteristicas.

Podemos observar que la naturaleza de la ga—
nancia de la capa fotoconductora., Si wn electrén es lleva~-
do fuera de la capa cuando un fotdn es absorbido, puede de-
cirse que la gamncia es uwnitaria, Si se "expulsa' una plu
ralidad de electrones, la ganancia es supericr a la unidad,
Esta claro que el especor de la capa 12 ha de ser tal que
exista una cantidad de material suficiente para producir la
absoreidn deseada de la luz asi como las calidades de resis-
tencia a la abrasidn necesarias, y sin embargo suficientemens-
te fina para producir la genancia desezda. Lo que puede ha-

cerse e¢s depositar wn espesor de capa que produzca la ganan-

tzf

cia mdxime con el minimo de espesor préctico, sto se rea-
liza fdcilwente de manera experimental para cumalquier mate-

rial dado midiendo la absorcidn de la luz y determinendo la

" resistencia a la abrasidn y la resistencia por medios ade-
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" cuados, continuando elvdepésito delhmateridi hasta que sé
obtenga un compromiso préactico entre estas calidades y la
ganancia fotoeldctrica deseada,

Los requisitos de absorcién de la luc deben ser
cunplidos en cualguier caso. Con el invento, es pogsible
cumplir esta meta con una capa fotoconductora que ‘ciene'una
genancia substancialmentc superior a la unidad y wna excelen
te resistencia a la abrasidn,

Debe eﬁtenderse que las proporciones de los

elemeptos que constituyen la capz fotoconductora deben ser

esteguiométricamente correctas, consiguisndose este efecto

mediante el control de lag condiciounes de posiéiénr' Iag
proporciones de dopante deben igualmente ser controladas
!

pero|ya que toda la capa es inorgdnica, esta operacién
puede hacerse de mavera relativemente comoda con métodos
de %ntrol convencionales,

3.~ El material tiene una amplia respuesta eg
pectral. Ia respuesta de cresta en la zona de 5.000 Angstroms
es particularmente adecuada para una amplia variedad de apli
caciones electréfotogréficas. Los materiéles mencionados
mds arriva para la capa 12 de pelicula fina presenten wna
amplia respugsta egpectral, Se desea que la mayor parte de
lag radiaciones de wn tipo que se gquiere registrar sea ca-
paz de producir imdgenes en la pelicula elecirofotozrélica
del invente. Toda la luz visible normal estad ineluida cen-
juntéﬁente con los rayos X y las radiaciones que se encuch-~
tran en los laboratorios fisicos ¥y gue se rogisiran en

,_medios.actualmepte.
El suifuro de cadmio dopado con un meterial de-~

dor apropiado presentara una respuesta pancromatica, X1 sv
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furo de cine indic ticne w2 respuesta mds wmiversal pero
debe sef dopado se;?ctivamente para mejorar su respuesia en
céso de necesidad, Dicha respuesle tiene normalmente un
valor de cresta alrededor de 4,800 Angstroms. Bl dopante
de sulfuro de cadmio que se utlliza en log ejemplos descriw-
tos mis arriva es coﬁre. ‘
4y Ei material se deposita Facilmente. Esta
caracteristica e¢s imporrante porgque permite una preduccidn
iforme a gran velocidad controlada. Ia forma requerida
de depbsito es la proyeccién por bombardeo idnico en wna cg
mra de presifn adecuada utilizando w campo de radiofrew
cuencia, No se¢ deben manipuler pastas ni resinas, Todes
loz materiales se introducen en la cdwara, bien ﬁor:ﬁedio'
de blancos que se gastan, de gases o dc¢ compuestos gubl ima-
dos que se introducen en la altmésfera del recipiénte antes
de iniciar el proceso, ILas proporciones estequiométficas
correctas se controlan fécllmente para obtener un producto
subgtancialmente ﬁerfecto y uniforne,

Ias caractleristicas descritas wds arriba no
son exclusivas, Ia capa fotocunductora del invento presen-
ta numerosas otras ventsjas. Adeﬁés, gl ordenAde envme ra~
cién no debe ser considerado como orden de importancia.

CAPA CHMICA 14

Ia capa Shmica 14 es umcapa conductors que se
Geposita en el elemento de subsirato 16 antes de depositar
la capa fotoconductora 12, Su objeto principal consiste
en promover la conduccidn de los electrones desde la super-
ficie Ge 1z capa fotoconductora cuwando esita wlitima absorbe
fotones, Purede también servir para ayudar a la aglomeract dn

de la capa fotoconductora con el elemento de substrato,

T T T R P T
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Esta capa Shmica es muche mds fina que la cazpa
fotoconductora 12, y preferentemente su espesor es del orden
de 500 Angstroms, Este espesor no perturbard la fransparen-—
cia o la flexibilidad del producto de pelicula electrofotogra
fica final. Constituye la superficie de separacidn entre
la capa fotoconductora 12 y el elemento de substrato 16.
Funcicaa comc wa elemento del circuito capacitivo durante
la carga de la superficie del fotoconductor ademds de servir
para conducir los electrines expulsados de la capa fotocon-
ductora,

El &xido de indio semi-conductor puro es un ma

terial adecuado para ser utilizado como capa Shmica 14. Se

une facilmente a los bordes o a las piras conductoras ds alu

minio, Puede también aplicarse ficilmente por técyicas de
bombardeo idénico.en el mismo aparaéo que el que se ubilizs
para aplicar la capa fotoconductora, Otros métodos de depi~
sito conocidos no proporcionan la densidad, la unidn, la du-
rabilidad y la flexibilided necesarias en una pelicula foto-
grafica. A

Una capa metédlica del orden de 100 Angsiroms
de espesor pusde depositarse directamente en el substrato
entre la capa Ghmica 14 y el substrato 16 para mejorar la
afinidad adhesiva del substrate 16 y de las capas subyacen~
tes de material Ohmico inorgénico y fotoconductor 14 y 12,
pero esto no se necesita generalmente. Esta capa puede ser
metal. titanic y se indica por 15 en la figura 4. Se deposi-
ta facilmente por las mismas técnicas usilizadas para depo-
sitar los demZs capas, es decir preferentemente por bombar-
deo idnico pero es posible utilizar ctras téenicas de depd-

sito.
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ELEMENTO DE SUBSTRATO 16

El elemento de substrato 16 es el soporde o
vehiculo mecdnico de la capa fotoconductora 12 y de la capa
Chmica 14. Sus propiedades han sido mencionadas mds arriba
pero no haﬂ sido detalladas especificamente. Ias propieda-
des mecdnicas son la flexibilidad, la resistencia, la trans
parencia, la capacidad de adherirse a las capass depositadas
¥y lo que tiiene uwna gran importancia, su estabilidad. ILa
estabilidad se refieve a la estabilidad dimensional, la estn
bilidad para conservar el espesor, la csiebilidad para re-

sistir cualquier cambio que pudiera producirse en razin de

some ter el material a fendmenos térmicos y eléotriégg’que
se producen en el recipiente sometido a presidn/durante los
procesos de depdsito. Ia resistencia a la ébr sibn es wma
buena propiedad que debe incluirse a la hora de\glegir el
material & substrato,

Las hojas de poliester de 0,127 mm., (0,005 pul-
gada) de espesor han sido mencionadas mds arriba como ejem-
plo de substrato satisfactorio. Este material es un poli-
mero orgduico, ﬁn material de este tipo que presenta carac-
teristicas excelentes es el materiel fabricado por E.I, du
Pont de Nemours Company de Wilmington, Delaware, U.S.A., ven
dido bajo el nombre comercial "Mylar".' Este materlial se ven

de con un estado de tensidn interna inherente a su método de

. fabricacidn. Es preferentemente necesaric eliminar estas

tensiones antes de ntilizar el material, lizmdndose este

proceso rnorzalizacidn. Zsio pusde hacerce sometiendo la pg

1fcula a una humedad relativa de 80% con unatemperatura de

aproxivadamente 100°C durante un periodo de 30 minutos apro-

ximpadamente, Esbe proceso es bien conocido,
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El material de svbstrato no debe tener guses
ocluidos y estos deben Ser retirados desgasificando el ma-
terial en camaraé adecuadas. Igualmente, las hojas deben
estar perfectamenfa limpias y exentas de cargas cstdticas,

Se realiza wn cepillado radioactivo antes de su utilizacibn.

Se dard en lo que sigue wna descripeién de la
manera Ge fabricar la pelicula 10,

Comenzando con el substrato totalmente prevara- .
do 16, la primera etapa de fabricacidn consiste en deposi~
tar la capa Ohmica 14 (que puede incluir ngs de wa lémina

de material conductor incluyeado una capd 15,

Considerando el método de depdeito regueriabl
se emplea una cdmara de presidn y los dejdsitos se reélizan
mediante bombardeo idnico con un vapor dé\plasma.en un campo
eléctrico de radiofrecuencia. El substrato. se colcca en wn
dnodo o puede situarse cncima de un dnodo en el caso de mé-
todos de produccidn, siendo el dnodo de acero inoxidable y
estando debidamente enfriado a 80°C aproximedanmente con
agua u otro refrigerante., En uwna estructura preferida, el
substrato tiene la forma de une larga tira y se sitia encima
del énodo que puede tener la forma de un cilindro o de un -
tambor. Los elementos de substrcato pequeiios pur ejemplo del
orden de 5 cm de lade (aproximadamente 2 pulgadas) pueden
situarse en el dnodo de cdmaras de bombardeo iénico conocidas
para trabajo de leboratorio o fabricacibn en cantidades re-
ducidas.

El cdtodo de diche a2parato ssia formado por el
material con er cual debe realizarse la capa, 0 con los va—
rics elementos utilizados., OQtros elementos pueden ger afia-

didos introduciéndolos en la camara. En un ejemplo llevado
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2 cabo para comprobueidn, el cditodo eva dxido de indic, cali

. I3

dad semi-conductor. Se utilizo para el depoOsitc de la capa
ibéuica 14, E1 cdtodo estd separado del dnodo de acuardo

con las caracteristicas fisicas de la cduzra particular, te-
niendo en cuenta la geometria, las tensiones que se ubili
7

14

rén, ebe. Bn este ejemplo la camara se vacid hasta 107 tornm
Se trata naturalmente de un vacio impor“cnf 4 continuvacidn

ge intredujo argdn ultrapuro ec decir conteniendo mencs de
10 partes por millén de HQO y de NQ’ er le camara de bombar-
dev iénico a través de wm servo-vélvula hasta wna presién de
aproximadamente 50 militorr.
" En wn puntoLdecuado, se crea el campo de radic-
recuencia y la ionizacién del argdén produce electrones qus

) /—- ¢
bombardean el blanco o el patodo, expul qgnho las particulas

de Oxido de indio fuera fel blanco con lg\cual se produce
¢l vapor de plasma entri el cdtodo vy el dnodec y se lleva las
particulas hacie el dnodo para depositarse en el elemento
de saubsirato.

Este bombardeo ionico se realiza a wna veloci-
ded determinada por las condiciones que reinan en el inte~
rior de la cdmars, de manera tipica en un valor algo infe-
rior a 75 Angstrous por segundo. E1 espesor se verifica por
nedios 6pticos bien conocidos en la técnica hasta slcanzer
un espesor de aproﬁimadamente 500 Angstroms,

Se retira ahoras el elemento de substrato de la
camare y se introduce o sitda en otra camara de fabricaciodn.
51 el proceso es un proceso de Jaboratoriv o ds produccidn
a escala muy peguefia, pusde ulilizsryes 1z miszma carara pers
debe cambiarse el cdtodo o el blanco.

En cualquisr caso, el elemento de substrato 16

B i e T T 2 VR NENSIPTRS P R SV
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con su primer revestimiento de capa Ohmica 14, la cuzl en
el caso del ejemplo descrito es Oxido de indio, se =onta de
nuevo en un soporte de dnodo o se situa encima de un dnodo
giratorio o parecido, En tal caso, el enfriamiento del

gnodo puede ser aumentado hasta aproximadamente 40°C porque

t .
"se necesita mas encrgia para depogitar la capa fotoconducto-

ra 12, Puede utilizarse agua fria o nitrdgeno liquido,

Para wa capa fotoconductora de sulfuro de cad-
mio del tipo n, el cdtodo o el blanco se hard de sulfurc de
cadmio o incluso de cadmio solo. Ia presién se reduce en
primer lugar hasta 1070 forr antes de ajustarse en 60 mili-
torr y se admite a centinuacidn gas argdn v sulfuro ds hi-
drégeno; El sulfuro de hidrdgeno zsegura ya cantidad correc
ta de azufre en el plasma de vapor de modo-'que se deposite
wma proporeidn esﬁequiométricamente correcta de cadmio y de
azufre encima de la capa idnica. Se observard que en ambos
procesos de depdsito, la superficie posterior del elemento
de substrato 16 esta blogueada u ocultae para impedir que se
produzca cualquier depdsito en ella en los procesos normales,
En el caso de utilizar un catodo de sulfuro de cadmio, la
cantidad de sulfurc de hidrdigeno admitida es de aproximada-
mente 500 pertes por milldn de argbn. En otros cascs, cuan-
do se utiliza un cétedo de cadmio, esta proporcidn opuede ser
aumentada.

Se admite en la cdmara de bombardeo idnico una
pequeila cantidad de cobre en forma de cloruro de coure subli
rado, efectudndcse esta operacifn menieniendo la sal de cobre
en wm recipiente vaciado aue comurica con la cémere de bome
bardeo ibnico a través de una valvule de control. Zn cste

caso el cobre constituye el s.gente de dopado que forms el
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“sulfuro de cadmio tipo n.

Otros métodos de dopado oon .la, implentacidm
ibnica, la migracién por difusién, etc.

La aplicacién de una tensidn eleveda de radio-
frecuencia crea el plasme necesario para preducir el depdsi-
to de sulfuro de cadmio en la capa Ohmica con el objeto de
deformar la capa fotoconductors 12, - Is velocidad de depd-
gito én la. prueba realizada era de 50 Angstroms por segunde
aproximadamente, E1 cobre se admite en peguefias cantidades
controlades suficientes para dopar el sulfurc de cadmioc én
1a capa Shmica en wn grado de 5 x 107%% en peso. Se prosi-
gue el bombardeo ibnico haste que el espesor de 1a capa 12
sea dk 3.000 Angstroms, En la prueba realizade la capa te-
nia Jna estructura micro-cristalina con un .didmetro mcdio de
cristales de 0,1 micron o aproximadamente la tercera parte
del pspesor de la capa propiamente dicha,

Ia pelicula electrofotografica resultante tiene
las propiedades descritas mds arriba para el articulo 10,

El articulo experimental tiene wn aspecto amarillento que
es caracteristiéo de las peliculas finas que se depositan
en 81, Ta pelicula electrofotogriafica que utiliza sulfuro
de cinc indio no necesite ser dbpada con cobre. En tal caso,
el color de la pelicula serd azulado.

Durente la utilizacidn, la pelicula elecirofoto-
grafica se carga a vn potencia elevado por medio del efecto
corons segin se explica con relacidn a la figwra 5, siendo
dicho potencisl muy elevado en comparacién con 1o qus se
congideraria como nivel de saturacién nerxal de 1z peliculs
electrofotografica. ILa exposicidn se hace en un punio alto

de la curva de reduccién en la oscuridad, Por tanto, el ar
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"4fculo se carga hasta el punto 48 de la curva 40 ¥ se impre-

sione una fraccidn de segundo mék‘ﬁarde solamente después
de que la poreidn 42 de la curva haya sido rebajada por la
reduccidn de carga en la oscuridad.

Ia sincronizacidn adecuada se obtiene observan-
do wn medidor de exposicidn de modo que 12 carga se acumule
hasta wn valor 6ptimb para las condiciones de.luz particula
res ailas cuales la pelfcula elecctrofotogrdfica ha de ser 5o
metidQ, haciéndose automdticemente,

Se observerd que el método de utilizacidn de la
pelicula electrofotogrdfica 10 preferido es un método en el
cual Ja pelicula eg sometida a wun choque. In Xerografis.
oonveﬁiional el médio o placa ze carga a saturacibn, es de~
cix %asta el punto en el que la carga que se escapa del mo-
dio ds eproximademente igual a la carga que se furma en é1.
Esto/ se representa en la cufva 30, aproximademente en el
pmto 32, En el caso de la’ pelfcula electrofoiogréfica 10
del invento, el medio se carga muy rdpidamente mucho mds’
2lld del punto de saturacibn, y a continuacidn se impresiocna
pare reducir la tensidn rdpidemente. .

Después de que la pelicula electrofotogrdfica
del invento ha gido impresionada, se aplica el pigmento a ls
superficie de la capa fotoconductora muy rapida y wniforme-
mente, Preferentemente, el pigmento se aplica en presenciz
de wna tensidn de polarizacidn en la proximidad inmediats de
la superficie de la pelicula para acelerar las particulas de
pigmen%0 hacia la superficie y para cbtener vna distribucidn
wmiforme de las pariiculas. Los pigmenics convencionalesy
constitvidos por finas particulas de carbén pueden ser wti-

lizados para diapositivas blancas y negres, Bs posible vti-
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lizar tambidn resinas colorcadas,

Finalrmente, se barre inmediatamente el exceso
de pigmehto de lé superficie y se funde el pigmento restante
en lz superficie de la peifcula por medio de una aplicacidn
uniforme de radiacidn infrarroja o parscida, de modo que %0
do el proceso queda terminado antes de gue la tensidn supexr-
ficial aplicada a la pelicula electrofctogréfica se disipe
hasta su nivel més bajo o de fonde. Este tiempo esdel orden
de una pequeila fracc&én de segando y preferentemente del or-
den de 10 milisegundos aproximadeamente. A continuvacidn, el
pigmento queda adherido permanentemente en la superficie 28
segin se indica en 26, figura 4.

' En el procedimiento de vtilizacidn de ialpelim
cula electrofotogrdfica 10, después de aplicar el pigmento
y entes de fundirlo, se fija su distribucidn. Por tanto,
la reduccibn de la carga que sigue no afectard materislmen-
te la imagen ahora visible }epresentada por lag.posiciones
de las particulas de pigmento. No es absolutamente neceéario
utilizar un aparato a grdn velocidad para fundir el pigmento
inmediatamente después de que ha gido distribuide y que su
exceso ha sido eliminado, Esto puede hacerse en un tiempo
razonablemente largo. Sin embargo, se obtiene otra ventaja,
particularmente en el caso de utilizacidn de pelicula electre
fotogrifica en 4rabajos experimentales. Antes de fundir el
pigmento, el técnico puede examinar éste cuidadosamente para
ver si ha conseguido la imagen deseada. Si no estd satisfe-
¢ho, puede cambiar las condiciones de iluminacidn, el iiem~
pro de expesicidn, ajusiar el enfoque, etc,, para obtener una
e jor "imagen®, Por lo gque se refiere a la imagen de pig-

a

mento obtenida en la impresidn anterior, basta borrarla de
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la pelfcula por cualquier dispositivo sencillo fel como un
cepillo o un trapo, para limpiar 1a superficie. Por tanto,
no se desperdicia pelicula electrofotogridfica y no es preci~
S0 esperar o perder tiempo para conseguir los resultados de
seados, ‘

‘ Bl articulo resultante es wa dispositiva adecua
da pars ger proyectade o parz realizar impresiones. la ima
gen estd caracterizada por wn elevado grado de resolucién,
lo que hace que el articulo y el procedimicnto sean muy
ventajosos para obtener microimigenes., Presenta un excelen
te contraste y un fondo excepcionalmente limpio, Cuendo se
proyééta a escala muy ampliada para visvalizacidn o copia,
la imagen ampliadé resultante sigue siendo muy detallada y
estd relativamenle exents de imperfecciones en las zonas
vlancas o luminosas,

_ Los compuestos mencionados que ineluyen sulfuro
de cadmio y sulfuro de cinc. indio tienen caracteristicas
que @ifieren de uﬁ compuesto a otro,” Los requisitos ée resg-
puesta espectral, de resistividad, de reduceidn dé carga a
la oscuridad y a la luz, de ganancia, de facilidad de pulve-
rizacidn por bombardeo ibénico, eté., deben ser estudiados 10 -
dos y eventualmente determinados experimentalmente de acuer~
do con las circunstancias en las cuales se prevé utilizar el
compuesto. Generalmente, todos los compuestos que son foto-
conductores conocidos pueden ser uwbtilizades con grados de
eficacia variable,

En resumen: La Patenic de Invencibn que se go-

licita deberdi recaer sobre las Reivindicaciones siguientes:
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BETVINDICACIONES ¥

l.- Mejoras introducidas en la fabricacidén de dispo-
sitivos de pelicula fotoconductores para uso en electrofoto-
grafia, caracterizadas porgue incluyen: |
A. un substrato (16) capaz de soportar revestimientos de pe-

licula fina,

B. un revestimiento (12) de pelicula fina obtenida por pul-
verizacidn mediante bombardeo ibénico de un material foto-
conductor completamente inorganico en dicho substrato, y

C. una capa de pelicula fina (14) entre el substrato y dicho
revestimiento de pelicula fina para facilitar la elimina-
cidén selectiva de las cargas de dicho material de reves~
timiento cuando se expone selectivamente dicho material

-de revestimiento a una ;adiacién.

2.~ Mejoras segin la reivindicacién 1, caracterizadas
porque dicho substrato (16) es un elemento en forma de hoja de
polimero orgénico flexible y transparente; dicho material de
revestimiento de pelicula fina (12) es un semiconductor que
tiene una capacidad de transmisién de la luz superior al 70%;
¥y porque dicha capa de pelicula fina (14) estd constituida
por un material Shmico.

3.- Mejoras segun la reivindicacién 1, caracterizadas
porgue el revestimiento de pelicula fina (12) tiene una resis

ole dhmios/en.

tividad en la oscuridad igual por lo menos a 1
¥ una relacidn entre resistividad en ia oscuridad y resistivi
dad a la luz igual por lo menos a 10%,

4,- Mejoras segin cualquiera de las reivindicaciones
1, 2, 3, caracterizadas porque dicho revestimiento de pelicu-
la fina (12) y dicha capa de pelicula fina (14) tienen un es-
pesor inferior a 5,000 Angstroms aproximadamente, son flexi;

bles, y conjuntamente con dicho substrato (16) son general-
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mente transparentes, absorbiendo menos de 30% de la luz que
cae en ellas pero no mas de 15% aproximadamente.

5.- Mejoras segin una cualqﬁiera de las reivindica~
ciones 1 a 4 , caracterizadas porque el semiconductor es del
tipo n.

6.~ Mejoras segin una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, caracterizadas porque dicho revestimiento de
pelicula fina (12) es principalmente sulfuro de cadmio.

7.; Mejoras segin una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, caracterizadas porgue dicho revestimiento de
pelicula fina (12) es principalmente sulfuro de cinc indio.

8.~ Mejoras segin una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 7, caracterizadas porque dicho revestimiento de
pelicula fina (12) esté dépado con cobre.

9.~ Mejoras segin una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 8, caracterizadas porque dicho revestimiento de
pelicula fina (12) tiene un espesor de 3.000 Angstroms aproxi
madamente y porque dicha capa de pelicula fina tiene un espe-
sor inferior a 1.000 Angstroms.

10,~ Mejoras segin una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 9, caracterizadas porque dicha capa de pelicula
fina (14) es principalmente 4xido de indio.

11,- Mejoras seghn una cualquiera de las reivindica-
clones 1 a 10, caracterizadas porque existe una capa metdlica
de pelicula fina (15) entre dicha capa de pelicula fina (14)
y dicho revestimiento de pelicula fina (12) por una parte y
dicho substrato (16) por otra parte.

12.- Mejoras segﬁn una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 11, caracterizadas porque existe un conductor

(22, 24) para establecer un contacto eléctrico desde dicha
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capa de pelicula fina hasta el circuito externo del articulo.

13.- Mejoras segin una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 12, caracterizadas porque el revestimiento de peli
cula fina (12) tiene una ganancia fotoconductora substancial-
mente superior s la unidad.

14.- Se reivindica por Gltimo como objeto sobre el
que ha de recaer la Patente de Invencidén que se solicita por:
MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA FABRICACION DE DISPOSITIV® DE PELIL
CULA FOTOCONDUCTORES PARA USO EN ELECTROFOTOGRAFIA.

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la
presente lMemoria descriptiva que consta de treinta y tres pé-

ginas mecanografiadas y dibujos que se acompafian.

Madgrid, 16 de Octubre de 1.975

BERNARDO UNGRIA
popc
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